
sc “2 Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie- 

Vorstufen bei Umgebungstemperaturen Jr 
von —40 °C bis +125 °C 

Abmessungen: Bauform B _ 3/25 — 3a, 

TOL 11 811 

Masse = 19 

Zulässige Höchstwerte bis #jmax 
Ucso - 20 V Pıot = 25W 

Ucco = 20 V bei öc = 25 °C 
Ueso = 5 V d = 175 °C 
Ic =- 100 mA da = 125 °C 
Pıort = 600 mw rd a B Wärmewiderstand Rın < 250 —{ 

Kennwerte für da == 25°C —5 grd Rık &ı 60 °v;d 

l Min, | Typ | Mox, Meßbedingungen verstörkungs- 
l Qr uppan 

Reststräme 

Icso l ] 25 nA |UcB = 15 V 

Durchbruchspannungen 

U(8r)c8o , 20 V |lc= S5uA | 
Ulenicko | 20 V ' | IC = 50 mA | 
U(aR):Eso 5 V ‘ |IE = 5#A 

Stromverstärkung 

hate 57 ‘m | Uce = 6 V, Ic = 2 mA, c 
hate 113 276 f = 1 kHz d 
ha1e ‘m | 550 i | o 

Ubergangsirequenz 

fr &0 MHz | Uce = 10 V, Ic = 10 mA, 

| | f = 15 MHz 

Rauschfaktor g 

F | | |54B |Uce=6V,Ic=0,2 mA, | 
f = 41 kHz, Ro = 500 Q 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor SC 112 d 
der Stromverstärkungsgruppe d



JC *f (UCE) 
Pef (d) Jg *Parameter 
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